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1. feladat

Rajzoljon le egy ,,A” osztalyu elleniitemii végfokozatot!

Az On 4ltal adott dramkdrben, szinuszos kimeneti jelalak esetén, hogyan fiigg a tranzisztorok
munkaponti /yp d&ramatol

a maximalis kimeneti hatdsos teljesitmény, P max(lo) = ? ,
a telepteljesitmény, P; (Iy) =7,

és egy tranzisztor maximalis disszipacios teljesitménye, Ppio max (Ip) = ?
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e Mekkora lehet /y maximalis értéke?

Megoldas:

L,=1,,=1, i=1,+Ai. 1i,=1,,—Ai, Ai =1, cos(at)
Uey =U, =2RAI.  i,=1,,—Ai, Ai =1, cos(at)
2
Ba’max :2RJ'([OJ s
R=2U,
P =U,
U -U N _
10 >~ tzR m mert [omax = ]00pt UCE = UCE = UCEO _Um = 2Rf]0
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2. feladat Az aramkor adatai: R
U, =12V, R =R, =40kQ), R, =1,5kQ,, Rg =10 £kQ
A tranzisztor :

R, ~
n csatornds névekményes MOS FET |
paraméterei: U, =2V, [,, =1mA, ugl
munkaponti d&rama: Ipp = 1 mA és R

a munkapont az elzarodas feletti tartomanyban van.

a.) Rajzolja le a tranzisztor ip(ucs) transzfer karakterisztikajat, hatarozza meg az Ugsp munkaponti
fesziiltséget ¢s az ehhez sziikséges Rs ellenallas értékét!

b.) Rajzolja le a tranzisztor ip(ups) kimeneti karakterisztikdja sikjan az elzarodas feletti tartomany
hatarat, a munkapontot, tovabba az egyenaramu- és valtdarami munka-egyeneseket! Hatarozza
meg a zard iranyt U ,, kivezérelhetdséget!

¢.) Hatirozza meg a nyito iranyu U ¢ kivezérelhetéséget!

d.) Mekkora a tranzisztor munkaponti disszipacids teljesitménye?

Megoldas:
a.)

ip 1

2
. ug —U
Ip = IDOO(%J haug > U,
P

Ipo-

2
s 1:1(—(]05;_2} haUsgg, >2 — Uosn =4V

=2kQ2

Rz Uz -6/ — Rs — UG _cho
Rl + Rz ]DO

A gate potencial: U, =

Upso =U, = (R, + R ,, = 8,5V

| U Upso Upy =RpI,, =15V
Ups" Ups
c.)

U, Y Upso-U, U, . 85-U U 4
Lpgo| 2| =1y + =250 RS P 4 40 h =
DOO(UP] bo RD - 4 1’5 - th +EUh _E:O~ _>’<<7

Ubs =Upso —U, =U, = (Rg + R, ),y —U, =12-3,5-4 =45V
d)

P =U 5ol po =8,5mW

Dtr
u

=0

g



3. feladat Az aramkor adatai:
R, =R, =40kQ), R, =15kQ, R, =2kQ,, R
Rg =10 kQ, C—owx

A tranzisztor :
n csatornas novekményes MOS FET

paraméterei: U, =2V, [,, =1mA, Ue l Ree
munkaponti d&rama: Ipp = 1 mA és
a munkapont az elzarodas feletti tartomanyban van.

o0
Rg Upe

Ry

a.) Hatarozza meg a tranzisztor munkaponti meredekségét, rajzolja le az erdsitd valtoaramu, kisjeld,
linearis helyettesitd képét!

b.) Hatirozza meg az erdsitd Rpe ¢és Ry ellenallas paramétereit!

¢.) Hatarozza meg az ux /upe €s uki /ug fesziiltség erdsitések értékeit!

d) Mennyi lesz az Rpe €s Rii €s uri /ug kisjeli erdsité paraméterek értéke, ha az aramkorbol
kivessziik a C source-hidegité kondenzatort (C = 0)?

Megoldas:
a.)
i
R
A gate potencial: U, = ZR U, =6V R, Ube <= U
1 T > ? <
g
Ugso =Ug =R I po =4V g Rye ,'Il 1/S Rp Ry
I — RiXR,
S=2—"_ —1mS
Gso — Yp
b.)
Rpe = R1 X R>=20KkQ Rii =Rp=1,5 kQ
c.)
ﬂz—SRDz -1,5 U _ Upe Ui _ L (—SRD):(§j('1,5):—1
u,, u, U, u,, (R,+R, 30 —_—
d) C=0

A Dbe- és kimeneti ellenallasok nem valtoznak: Ry = 20 kQ Rii = 1,5 kQ.

Uy

_f:@ﬁ:( R,, ]_IRD :(ﬁj(_lﬁj:—oss
u, u, u, (R, +R, E"'RS 30 3
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4. feladat
Rc
, o . Rg
Az aramkor adatai: Uki
Rc=3,5kQ, Re=2,8kQ, R, =1kQ, C
Us=10V, Uz=-2V, e | 1 Il
A tranzisztor adatai: Rve Rg
Upeo=0,6 V, Igp=0.5mA, f=99. U

Hatarozza meg az aldbbi kisjelii erdsito jellemzoket!

a.) Rajzolja le a valtoaramu, kisjelii helyettesito képet ha C = oo!

b) R,=?, R.=?, ha C=o0 c) 2_-9 ha C=co, d) -9 ha C=0.

ug ug

Megoldas:
r Y o0, a=P 099
I 1+ 4
i
Rg Ube 4— Uki
a.) C = —1 o
P Q
Ug l Ree i1l ra  Re Ry

b) C=w R, =(+p8) =52k R, =R, =3,5kQ

6,2 0,052

) C=o %zL(—aR—Cjzs’z(—o,% 3, j:—55,89

R, =(1+ B)r, + R,)=2852kQ

uy_ Ry (R )_2852( o0 35 ) 57
u, R,+R, (r,+R,)) 2862\ 2852 ’

g




5. feladat
Az aramkor adatai:
Rc=1kQ, Re=0,7kQ, R,=10kQ,

Ui=+10V, Up=-2V, Rc
A tranzisztor adatai: Ugeo=0,6 V, Un=0,5V, Re
Hatarozza meg az alabbi munkaponti és
kivezérelhetéségi jellemzbket! ubel f}
Rbe RE

a.) Igp=?, haB=ow, C=wx.
b.) Irp=?, haB=99 C=0.
c) U =?, U =? haB=f=w, C=on,

d) U'=?, U.=? haB=f=ow, C=0.

Megoldas:

—U.-U _
a) Ha B=o, [, = ’ZR BEO _ 20(7)’6 =2mA
E 5

U, -Ugpy 2-06

=1,75mA
(1-4)R,+R;, 08 T

b) HaB =99, I, =

c.) Hap =00, C = o0

Uby =Uppy —U, =U, -U,,)~1,,(R.+R,)-U, =12-3,4-05=81V =U;,

Uy =1,R- =2V =U,

d.) Hapf =0, C=0
Uby =Uppo ~U, =(U,-U,,)~1,,(R-+R,)-U, =12-3,4-05=8,1V

Ug = IEO(RC + RE): 3.4V

R
kimeneti leosztds: K = —5—= 1 0,588
R.+R, 17

U =KU;, =476V|, U =KU; =2




Ui

Uki

iMsc feladat: Az aramkor adatai: Rll Ry
U, =12V, R =R, =40kQ, R, =10 kQ
A tranzisztor : R, ~
n csatornas novekményes MOS FET |
paraméterei: U, =2V, [, =1mA, ugl
R | R

lC

Hatarozza meg az aramkor Rs és Rp ellenélldsainak értékét, ugy hogy Ipp = ImA munkaponti aram
mellett a tranzisztor szimmetrikus kivezérelhetdsége maximalis legyen! (U, =U 5 !)

Megoldas:

Az 1 mA-es munkaponti a&ram eldirdsbol Rs =2 kQ. (lasd 2. példa a.) pontja)

Upso=U, —(R, + R )[ , =...=10—R,,
Ulo=U,s=Ryl,,=..=R,
U,=U,-U}s=...=10-2R,,
2 2
R R e
U, R, 2

R, =5-~/2 =3,59Q



